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要する BFLや FRLに比べ電気‐光変換効率が高い。また、共振器長が BFLや FRLに比べ短
くできるためレーザーの線幅が狭くなり第 2 高調波への変換効率が高い。しかし、この方法
において問題となるのは波長 1030～1100 nmで発生する増幅自然放出(ASE)である。Yb添加






発生する ASEを抑制し 1178 nm Yb添加ファイバーレーザー光源の開発を行った。 
第 1の方法は、偏波保持特性を有したファイバーに書き込まれた高反射率のファイバーブラ
ッググレーティングと Yb 添加ダブルクラッドファイバーを直交融着法によって構成した高
反射率共振器による ASE抑制である。この方法により ASEは抑制され、スロープ効率 49.5%
最大 3Wの 1178 nm直線偏光レーザーを出力した。しかし、この方法では理論的にも出力の
限界に達したため、更なる 1178 nmレーザーの高出力化を行うには、高反射率共振器に加え
新たな方法が必要となった。そこで用いた第 2の方法として、Yb添加フォトニックバンドギ
ャップファイバー(Yb-PBGF)による ASE を抑制した増幅である。この Yb-PBGF により、人
工的に損失スペクトルを制御し高利得域の利得自体をなくすことが可能となった。その結果、
ASEは完全に抑制され最大出力 25W偏波消光比 13dBの 1178 nm 直線偏光レーザーの出力に
成功した。 
